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Die f olganden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unteriagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gesteilt 
@ Elektronisches Bauelement 

@ Oberflachenwellenbauelementsowie Verfahrenzu des- j 

sen Herstellung mft einem Chip {2) mit piezoelektrischem ^ 
Substrat, mit auf dem Chip angeordneten, etektronisch 
leitenden Strukturen - IDT-Wandlern, AnschluBbahnen 
und dergleichen - mit einer Basisplatte (3) mit extemea 
mit den elektrisch leitenden Strukturen des Chips kontal(- 
tierten Anschlufielementen und mit auf der Basisplatte 
angeordnetem hermetisch dichten Rahmen (4), innerhalb 
dessen der Chip mit Abstand zum Rahmen angeordnet 
ist. Der Raum zwischen Chip (2) und Basisplatte (3) ist da- 
bei mit einer Folie (5) dicht umschlossen, der Raum zwi- 
schen Rahmen (4) und Folie (5) mit VerguSmasse (6) ge- 
fulit und der Chip (2) samt Verguf^masse (6) und Rahmen 
(4) durch einen Oberzug (7) bzw. eine Schutzkappe aus 
galvanischem Material geschutzt, dessen Randbereich (8) 
■ auf der Basisplatte (3) hermetisch dicht aufliegt 
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Beschreibung 

Elekttonisches Baueiement, insbesondeie mit akusti- 
schen ObezHScbenweilen arbeitendes OFW-Bauelement, 
sowie Veifahien zur Herstellung dieses Bauelements. 5 

Die vorliegende Erfindung betrifit ein elektronisches 
Baueiement, insbesondere ein mit akustischen Oberfiachen- 
wellen arbeitendes OFW-Bauelement, mit einem Chip mil 
piezoelektrischem Substrat, mit auf dem Chip angeordneten, 
elektrisch leitenden Struktm*en - Interdigitalwandlem, An- to 
schluBbahnen und dergl. mit einer Basisplatte mit exler- 
nen, mit den elektrisch leitenden Strukmren des Chips kon- 
taktierten AnschluBelementen und mit auf der Basisplatte 
angeordnetem, hermetisch dichten Rahmen. innerhalb des- 
sen der Chip mit Abstand turn Rahmen angeordnet ist. Die 15 
Erfindung betrifft femer ein Verfahren zur Herstellung die- 
ses Bauelements. 

Die ^tere deutsche Patentanmeldung, amtliches Akten- 
zeichen 198 06 550.7, schlagt bei einem elektronischen 
Baueiement der vorstehend genannten Art vor, daB auf die 20 
die elektrisch leitenden Strukturen tragende Chip-Flache 
eine su-ukturierte Schutzfolie, anmelderseits auch PROTEC 
genannt, aufgebracht ist, die auf ihrer vom piezoelektrischen 
Substrat abgekehrten Oberflache elektrische Kontaktele- 
mente tragt, die iiber Durchkontaktierungen in der Schutzfo- 25 
lie und/oder uber Lotkugeln- Bumps - mit den elektrisch 
leitenden Strukturen des Chips und andererseits mit den ex- 
temen AnschluBelementen der Basisplatte verbunden sind. 

Diese Bauelemente zeichnen sich durch einen hohen Mi- 
niaturisierungsgrad und durch eine ausgezeichnete Schutz- 30 
wirkung der Schutzfolie gegen physikalische und chemische 
Umwelteinflusse aus. 

Die vorliegende Erfindung hat sich die Aufgabe gestellt, 
ein weiter miniaturisierles OFW-Bauelement der eingangs 
genannten Art sowie ein wenig aufwendiges Verfahren zu 35 
dessen Herstellung zu schaffen, bei gleichzeitiger Verringe- 
rung der Herstellungskosten. 

Zur Losung dieser Aufgabe schlagt die Erfindung bei ei- 
nem elektronischen Baueiement der eingangs genannten Art 
vor, daB der Raum zwischen Chip und Basisplatte mit einer 40 
Falle, z. B. Kunststoffolie, dicht umschlossen ist, daB der 
Raum zwischen Rahmen und Folie mit der Folie bzw. mit 
VerguBmasse, z. B. Epoxidharz, gefullt ist und daB der Chip 
samt VerguBmasse und Rahmen durch einen "Oberzug aus 
galvanischem Werkstofif, z. B. einer CuNi-Legierung, ge- 45 
schutzt sind, dessen Randbereich auf der Basisplatte dicht 
aufliegt. 

Das einschlagige Verfahren hierzu schlagt vor, daB der 
Chip - ausgenommen die zur Basisplatte gekehrtc Seitenfla- 
che - rait einer zumindest bis zur Basisplatte herabgezoge- 50 
nen Folie umpreBt wird, daB der Raum zwischen Rahmen 
und Folie mit VerguBmasse gefullt wird, daB die Folie in ih- 
ren verguBfreien Oberflachenbereichen, z. B, mittels Plas- 
maatzen, entfemt wu-d und daB auf dem Chip samt VerguB- 
masse ein (jberzug aus galvanischem Material aufgebracht 55 
wird. 

Weitere Merkmale des Gegenstandes nach der Erfindung 
sind den Unteranspruchen und der Beschreibung samt 
Zeichnung zu entnehmen. 

Der Verzicht auf die Schutzfolie tragt zu einer erhebli- 60 
chen Minderung der Kosten und zu einer Verringerung der 
Abmessungen der Bauelemente bei. Zusatzlich zeichnet 
sich dieses Baueiement durch seine erhohte Zuverlassigkeit 
aus, da bei seinem Aufloten auf die Basisplatte, was in Flip- 
Chip-Technik erfolgt, nicht die Gefahr besteht, daB die in 65 
diesem Zustand fliissigen Lotkugeln bzw. Bumps in Frei- 
rSume bzw. Spalten flieBen k5nnen, wie sie bei sogenannter 
UnterfUllung des Bauelements mit VerguBmasse, z. B. Ep- 



oxidharz, auftreten. Diese Gefahr besteht auch nicht beim 
Einloten des Bauelements in die jeweilige Scbaltung des 
Kunden. 

Fig. 1 bis 3 zeigen in teils geschnittener und scbemati- 
scher Darstellung die Feitigung eines Bauelements gemaB 
der Erfindung. 

Zur Fertigung, die letztlich eine Massenfertigung ist, ist 
eine in Basisplatten 3 vereinzelbare, leiterbahnenbestuckte 
Tragerplatte, insbesondere Keramikplatte, voigesehen, die 
aufgereiht auf der TVagerplatte in sich jeweils geschlossene 
Rahmen 4, sogenannte Lolrahmen, tragt, innerhalb denen 
mit Abstand zu den Rahmen jeweils Chips 2 in Flip-Chip- 
Ibchnik mit ihren elektrisch leitenden Strukturen auf ent* 
sprechende Leiterbahnen der Basisplatte aufgelotet sind 

In einem ersten Schritt gemMfi der Erfindung werden die 
so aufgeldteten Chips 2 - ausgenommen die zur Basisplatte 
3 gekehrte Seitenfiache - mit einer zumindest bis zur Basis- 
platte 3 herabgezogenen Kunststoffolie 5 bzw. Metall- oder 
Verbundfolie umpreBt. Bevorzugt ist jedoch dabei - wie die 
Figuren zeigen - die Folie 5 im Raum zwischen dem Lotrah- 
men 4 und dem Chip 2 uber die gesamte Rache von Basis- 
platte 3 und LoU^men 4 gefuhrt. Moglich, falls fertigungs- 
technisch vorteilhaft, kann die Folie 5 den LoUrahmen 4 
auch vollstandig umhullen und mit ihren Enden auf der Ba- 
sisplatte 3 aufliegen. 

In einem weiteren Verfahrensschritt wird der Raum zwi- 
schen dem Lotrahmen 4 und der Folie 5, soweit erforderlich, 
mit VerguBmasse 6, insbesondere Epoxidharz, gefiillt, an- 
schlieBend die Folie 5 mittels Plasmaatzen in ihren verguB- 
freien Oberflachenbereichen entfemt und schliefilich auf 
den Chip 2 samt VerguBmasse 6 und Rahmen 4 ein als 
Schutzkappe wirksamer Dberzug 7 aus galvanischem Mate- 
rial aufgebracht. Geeignet hierfiir ist beispielsweise ein 
Uberzug 7, beslehend aus einer CuNi-Legierung, dessen 
Randbereich 8 z. B. mit einer auf die Basisplatte 3 aufge- 
sputterten, folglich lotf^igen Schicht hermetisch dicht ver- 
lotet ist. 

Die Fig. 1 bis 3 zeigen die einzelnen Fertigungsschritte 
anhand nur eines OFB-Bauelements. Wie es in der Massen- 
fertigung Oblich ist und bereits an anderer Stelle erwahnt 
wurde, sieht die Fertigung relativ groBflachige Basisplatte 
(Nutzen) mit einer Vielzahl von Chips vor, die in Reihen an- 
geordnet und jeweils von Rahmen, insbesondere Lotrah- 
men, umgeben sind. 

PatentansprUche 

1. Elektronisches Baueiement, insbesondere mit aku- 
stischen Oberflac hen wellen arbeitendes OFW-Bauele- 
ment, mit einem Chip aus piezoelektrischem Substrat, 
mit auf dem Chip angeordneten, elektrisch leitenden 
Strukturen - IDT-Wandlem, AnschluBbahnen und 
dergl. mit einer Basisplatte mit extemen, mit den 
elektrisch leitenden Strukturen des Chips kontakderten 
AnschluBelementen, und mit auf der Basisplatte ange- 
ordnetem, hermetisch dichten Rahmen, innerhalb des- 
sen der Chip mit Abstand zum Rahmen angeordnet ist, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Raum zwischen 
Chip (2) und Basisplatte (3) mit einer Folie (5) dicht 
umschlossen ist, daB der Raum zwischen Rahmen (4) 
und Folie mit VerguBmasse (6) gefullt ist und daB der 
Chip samt VerguBmasse und Rahmen durch einen 
Uberzug (7) aus galvanischem Material geschutzt sind, 
dessen Randbereich (8) auf der Basisplatte dicht auf- 
liegt. 

2. Elektronisches Baueiement nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB zumindest die Wand- und 
Bodenfl^hen, die den Raum zwischen Rahmen (4), 
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Basisplatte (3) und Chip (2) begrenzen, mil Folie (5) 
bedeckt sindL 

3. Elektronisches Bauelemenl nach Anspruch 1, da- 
durcb gekennzeichnet, daB der Rahmen (4) aus lotfahi- 
gem Material besteht und mit einer auf die Basisplatte 5 
(3) aufgebracbten, Idtfahigen Schicht verlotet ist 

4. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB der t)berzug (7) aus einer 
CuNi-Lcgierung besteht. 

5. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 1, da- 10 
durch gekennzeichnet, dafi die VeiguBmasse (6) ein 
Epoxidharz ist. 

6. Elekunonisches Bauelement nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Folie (5) eine Kunst- 
stofifolie ist, 15 

7. Verfahien zur Herstellung eines eleklronischen 
Bauelements nach Anspruch 1 bis 5 mit einem inner- 
halb eines Rahmens (4) auf eine Basisplatte (3) aufge- 
brachten Chip (2) mit hennetisch dicht umschlossenen 
Raum zwischen Chip und Basisplatte, dadurch gekenn- 20 
zeichnet, daB der Chip (2) - ausgenonunen die zur Ba- 
sisplatte (3) gckehrte Seitenflache - mit einer zumin- 
dest bis zur Basisplatte herabgezogenen Folie (5) um- 
preBt wird, daB der Raum zwischen Rahmen (4) und 
Folie (5) mit VerguBmasse (6) gefullt wird, daB die Fo- 25 
lie (5) in ihren verguBfreien Oberflachenbereichen ent- 
femt wird und daB auf dem Chip (2) samt VerguBmasse 
(6) und Rahmen (4) ein Oberzug (7) aus galvanischem 
Material aufgebracht wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 30 
net, daB die Wand- und Bodenflachen, die den Raum 
zwischen Rahmen (4), Basisplatte (3) und Chip (2) be- 
grenzen, mit Folie (5) ausgekleidet werden. 

9. Verfahren nach Anspruch 7 und 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Folie (5) in ihren verguBfreien Ober- 35 
flachenbereichen mittels Plasmaatzen abgeu-agen wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB als tFberzug (7) eine Schutzkappe, insbeson- 
dere eine Schutzkappe, bestehend aus einer CuNi-Le- 
gierung, aufgebracht wird. 40 

11. Veifahren nach Anspruch 7 und mindestens einem 
der Ansprtiche 8 bis lO.gekennzdchnet durch die An- 
wendung auf Wafer (Nutzen) mit einer Vielzahl von 
Chips (2), die in Reihen angeordnet sind. 
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